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                 D I R E C C I O N    G E N E R A L    D E     I N S T I T U T O S    T E C N O L O G I C O S

       1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DESARROLLADO POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

                 NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ELECTRONICA I  ( 4-2-10 )

                                          (ELECTRONICA: ING. ELECTRICA)

                 NIVEL:  LICENCIATURA

                 CARRERA:  INGENIERIA ELECTRONICA

                           INGENIERIA ELECTRICA

                 CLAVE: ECC-9324

                        (ELC-9305) Eléctrica

       2. HISTORIA DEL PROGRAMA

       ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

       │  LUGAR Y FECHA DE        │       PARTICIPANTES         │                 OBSERVACIONES                    │

       │  ELABORACION O REVISION  │                             │            (CAMBIOS Y JUSTIFICACION)             │

       ├──────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

       │26 de Febrero al 2 de Mar-│ Todos los Institutos Tecnoló│ Reunión Nacional de Revisión Curricular de Inge -│

       │zo de 1990.               │ gicos que asistieron a la --│ niería Electrónica.                              │

       │I. T. de Durango.         │ Reunión.                    │                                                  │

       │                          │                             │                                                  │

       │I. T. de Orizaba.         │ Academia de Ingenieria      │ Desarrollo del programa en unidades de aprendiza-│

       │Mayo de  1990.            │ Electrónica                 │ je.                                              │

       │                          │                             │                                                  │

       │12-16 de Noviembre de 1990│ Comité de Consolidación.    │ Enriquecimiento y validación del programa en Reu-│

       │I. T. de Puebla.          │                             │ nión de Consolidación de la carrera de Ingeniería│                          │                             │ Electrónica.                                     │

       │                          │                             │                                                  │

       │ Marzo de 1993            │ Reunión Nacional de Autori- │ Análisis de la propuesta de los contenidos sin-  │

       │ Veracruz, Ver.           │ dades académicas            │ téticos y sugerencias a los mismos.              │

       │                          │                             │                                                  │

       │ Marzo-Abril de 1993      │ academias de los Institutos │ Análisis de sugerencias de la reunión de Veracruz│

       │ En los Institutos Tecno- │ Tecnológicos                │ y elaboración de nuevas propuestas.              │

       │ lógicos                  │                             │                                                  │

       │                          │                             │                                                  │

       │ 3-4 de Mayo de 1993      │ Comite de Reforma           │ Análisis de propuestas y enriquecimiento del     │

       │ I. T. de Mexicali        │                             │ programa                                         │

       │                          │                             │                                                  │

       │ Del 24 al 28 de mayo de  │ Comités de Reforma de la    │ Análisis de la congruencia interna y externa de  │

       │ 1993. México D.F.        │ Educación Superior Tecnoló_ │ las carreras de Ingeniería del Sistema Nacional  │

       │                          │ gica.                       │ de Institutos Tecnológicos conforme a los linea_ │

       │                          │                             │ mientos de la Reforma de la Educación Superior   │

       │                          │                             │ Tecnológica.                                     │

       └──────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

       3. UBICACION DE LA ASIGNATURA

        a) RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO

       ┌────────────────────────────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────────────────────────────┐

       │               A N T E R I O R E S                  │    │               P O S T E R I O R E S                │

       ├──────────────────────────┬─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┬─────────────────────────┤

       │       ASIGNATURAS        │         TEMAS           │    │        ASIGNATURAS       │          TEMAS          │

       ├──────────────────────────┼─────────────────────────┤    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┤

       │ ING. ELECTRONICA         │                         │    │ ING. ELECTRONICA         │                         │

       │                          │                         │    │                          │                         │

       │Física de Semiconductores │- Dispositivos de estado-│    │ Electrónica II           │- Aplicaciones de los  - │

       │                          │  sólido de dos termina -│    │ Electrónica III          │  transistores bipolares.│

       │                          │  les.                   │    │                          │- Aplicaciones de los  - │

       │                          │- Dispositivo de estado -│    │                          │  transistores de efecto │

       │                          │  sólido de terminales --│    │                          │  de campo.              │

       │                          │  múltiples.             │    │                          │                         │

       │                          │                         │    │                          │                         │

       │ ING. ELECTRICA           │                         │    │ ING. ELECTRICA           │                         │

       │                          │                         │    │                          │                         │

       │ Matemáticas I.           │- Calculo diferencial    │    │ Electronica industrial   │- Aplicación de amplifi- │

       │ Mediciones electricas.   │- Todos                  │    │                          │  cadores operacionales  │

       │ Tecnologia de los mate-  │- Todos                  │    │                          │- Optoelectronica y      │

       │ riales electricos.       │                         │    │                          │  dispositivos de dispa -│

       │ Análisis de circuitos    │- Ley de Ohm y kirchhoff │    │                          │  ros.                   │

       │ electricos I.            │  en mallas de C.C. y    │    │ Sistemas digitales II    │- Todos                  │

       │                          │  C.A.                   │    │                          │                         │

       │                          │                         │    │                          │                         │

       │                          │                         │    │                          │                         │

       └──────────────────────────┴─────────────────────────┘    └──────────────────────────┴─────────────────────────┘

       b) APORTACION DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DEL EGRESADO

          INGENIERIA ELECTRONICA

          El alumno desarrollará la habilidad para diseĄar circuitos electrónicos

          básicos.

          INGENIERIA ELECTRICA

          Aplicará los conocimientos, en el diseĄo y mantenimiento de sistemas que

          utilicen circuitos transistorizados, en especial las fuentes retificadas,

          reguladas y amplificación.

       4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO

           Analizar los componentes básicos (diodo, transistor) y diseĄar circuitos

           analógicos electrónicos básicos.

       5.  T E M A R I O

       ┌────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

       │ NUMERO │              T E M A S                    │                      S U B T E M A S                       │

       ├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

       │        │                                           │                                                            │

       │   I    │ Circuitos de aplicación con Diodos.       │1.1 Rectificadores.                                         │

       │        │                                           │1.2 Comparadores, recortadores, sujetadores,multiplicadores.│

       │        │                                           │1.3 Reguladores Zener.                                      │

       │        │                                           │1.4 Conmutadores.                                           │

       │        │                                           │                                                            │

       │  II    │ Transistor Bipolar.                       │2.1 Parámetros.                                             │

       │        │                                           │2.2 Polarización y Estabilidad.                             │

       │        │                                           │2.3 Circuito regulador con transistor, serie y paralelo.    │

       │        │                                           │                                                            │                                            │                                                            │

       │  III   │ Transistor de efecto de campo,            │3.1 Parámetros.                                             │

       │        │ ( JFET y MOSFET )                         │3.2 Polarización.                                           │

       │        │                                           │3.3 Modelos (MOS, Cmos)                                     │

       │        │                                           │                                                            │

       │  IV    │ Amplificación con BJT y FET.              │4.1 Analisis de pequeĄa seĄal, modelos h y re.              │

       │        │ ( JFET y MOSFET )                         │4.2 Pares acoplados ( Diferencial,Complementario,Cascode )  │

       │        │                                           │4.3 Amplificadores en cascada.                              │

       └────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

       6.  A P R E N D I Z A J E S    R E Q U E R I D O S

            El alumno deberá tener conocimiento de:

            Leyes de Ohm.

            Leyes de Kirchoff.

            Teoremas de Redes.

            Dispositivos de unión en semiconductores de 2 y 3 capas.

       7.  S U G E R E N C I A S     D I D A C T I C A S.

          - Desarrollo de una Monografía que incluya caracteristicas,

            parámetros,circuitos de aplicación.

          - Utilizar Software para diseĄo de circuitos.

          - Solución de problemas tipo.

          - Utilizar videograbaciones.

       8.   S U G E R E N C I A S     D E     E V A L U A C I O N.

          - Examén por unidad, parcial y global.

          - Evaluación práctica.

          - Tareas y/ó trabajos.

          - Participación en clase.

          - Evaluación de la Monografía.

        Nota: Los puntos 7 y 8 deberan ser desarrollados y/o enriquecidos en las academias correspondientes

              en conjunto con el departamento de desarrollo academico.

       9.  U N I D A D E S    D E    A P R E N D I Z A J E

       NUMERO DE UNIDAD     I

       NOMBRE DE LA UNIDAD: CIRCUITOS DE APLICACION CON DIODOS.

       ┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

       │        OBJETIVO          │         ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                    │ BIBLIOGRAFIA│

       │       EDUCACIONAL        │                                                                       │             │

       ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

       │El alumno conocerá las  - │ 1.1 Modelos piezo-lineales.                                           │      1      │

       │aplicaciones de los diodos│ 1.2 Recta de carga.                                                   │             │

       │en diversos circuitos y po│ 1.3 Filtrado de ondas rectificadas.                                   │      2      │

       │drá diseĄar circuitos bási│ 1.4 DiseĄo de un circuito regulador con  zener.                       │             │

       │cos con diodos.           │                                                                       │      3      │

       │                          │                                                                       │             │

       │                          │ PRACTICA No 1 Circuito Rectificador.                                  │             │

       │                          │                                                                       │             │

       │                          │ PRACTICA No 2 Circuito Recortador y Sujetador                         │             │

       └──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

       NUMERO DE UNIDAD     II

       NOMBRE DE LA UNIDAD: TRANSISTOR BIPOLAR.

       ┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

       │        OBJETIVO          │         ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                    │ BIBLIOGRAFIA│

       │       EDUCACIONAL        │                                                                       │             │

       ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

       │El alumno analizará y dise│ 2.1 Polarización con dos baterías.                                    │      4      │

       │Ąará circuitos de polariza│ 2.2 Polarización por Divisor de Tensión.                              │             │

       │ción con transistores bipo│ 2.3 Recta de carga.                                                   │      5      │

       │lares.                    │ 2.4 Máxima excursión simétrica.                                       │             │

       │alimentación de C.D.      │ 2.5 Configuraciones de plarización.                                   │      6      │

       │                          │                                                                       │             │

       │                          │                                                                       │             │

       │                          │ PRACTICA # 3. DiseĄo de circuitos de Polarización y Estabilidad.      │             │

       │                          │ PRACTICA # 4. DiseĄo de circuito regulador con BJT.                   │             │

       └──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

       NUMERO DE UNIDAD     III

       NOMBRE DE LA UNIDAD: TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (JFET Y MOSFET).

       ┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

       │        OBJETIVO          │         ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                    │ BIBLIOGRAFIA│

       │       EDUCACIONAL        │                                                                       │             │

       ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

       │ El alumno analizará y di-│ 3.1 Conocer las caracteristicas y funcionamiento del JFET y MOSFET.   │      4      │

       │ seĄará circuitos de pola-│ 3.2 Dominará las técnicas de polarización con FET.                    │             │

       │ rización con transistores│ 3.3 Identificar las diferencias entre los BJT y FET.                  │      5      │

       │ de efecto de campo.      │                                                                       │             │

       │                          │ PRACTICA # 5. DiseĄo de Circuitos de polarización.                    │      6      │

       │                          │                                                                       │             │

       │                          │ PRACTICA # 6. DiseĄo de una carga electrónica.                        │             │

       └──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

       NUMERO DE UNIDAD     IV

       NOMBRE DE LA UNIDAD: AMPLIFICACION CON BJT y FET.

       ┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

       │        OBJETIVO          │         ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                    │ BIBLIOGRAFIA│

       │       EDUCACIONAL        │                                                                       │             │

       ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

       │ El alumno determinará las│ 4.1 Características y funcionamiento de los Amplificadores en         │       4     │

       │ caracteristicas y ecuacio│     Cascada, Diferencial, Darlington, cascode.                        │       5     │

       │ nes de los amplificadores│ 4.2 Simplificación de diagramas en pequeĄa seĄal.                     │       6     │

       │ en pequeĄa seĄal,así como│                                                                       │       7     │

       │ los que incluyan pares a-│                                                                       │             │

       │ coplados.                │                                                                       │             │

       └──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

       10.   B I B L I O G R A F I A

             1.- ELECTRONICA, TEORIA DE CIRCUITOS.

                 Boylestad

                 Prentice Hall.

             2.- INTEGRATED ELECTRONICS.

                 Millman y Halkias

                 Mc. Graw Hill.

             3.- PRINCIPIOS DE ELECTRONICA

                 Malvino

                 Mc. Graw Hill

             4.- ELECTRONIC CIRCUITS.

                 Schilling & Belove.

                 Mc. Graw Hill.

             5.- INTEGRATED ELECTRONICS.

                 Millman & Halkias.

                 Mc. Graw Hill.

             6.- DISEąO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS.

                 Savant,Roden.

                 Adison, Wesley.

             7.- DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y AMPLIFICACION DE SEąALES.

                 A. Sedra.

                 Ed. Interamericana.

       11.   P R A C T I C A S

             En este punto, se deberan elaborar las Guías de Prácticas con base en la metodología oficial emitida por la

             Subdirección de Docencia (DGIT), para tal efecto.

             - DiseĄo de un rectificador de media onda con filtro.

             - DiseĄo de un rectificador de onda completa con filtro.

             - DiseĄo de un rectificador polifásico (Media Onda Y Onda Completa).

             - Polarización de un circuito Emisor común.

             - Polarización de un circuito Base común.

             - Polarización de un circuito Colector común.

             - Polarización de un circuito con FET.

             - DiseĄo de un Amplificador con emisor común.

             - DiseĄo de un Amplificador con JFET.

             - DiseĄo de un Amplificador con MOSFET.

             - DiseĄo de un circuito con Amplificador operacional.




